2SB468

Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: HITACHI

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy dyfuzyjny
p-n-p, w obudowie metalowej TO-3

Zastosowanie: uklady wyjsciowe odchylania poziomego
TV

Rys. 1-1239. 2SB468

Wartosci charakterystyczne'

min max

U(BR)CBX —220 A% przy IC = —100 mA, UEB = _1,5 Vv
Utsricro =90 V | przy I = 100 mA, Rgp = ©
Usreso —1,5 v przy I = —100 mA, I =0
UgE sat -1,0 V | przy Io = —4 A, Iz = —04 A
Uck sar —0,4 V | przy Ic = —4 A, Iy= —04 A
hy1g (A) 14 100

Eg; 5(5) i;g ' przy U= —1,5V, I = —4 A

(D) 35 130
ty 2,5 s przy I = —6 A, Ig; = —0,6 A,

Ipy ® +12 A

Wartosci graniczne

UC BX max ’ —220

v IE max 10 A
UCEO max | —90 v Ptot max 102 W
UEBO max ‘ —15 A Ptat max 323 w
It max l =10 A
D tamp = 25°C

2) z plytka Al 300x200x 1,5 mm
3 tease = 25°C
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Rys. 1-1240. Zalezno$¢ dopuszczalnej mocy Rys. 1-1241. Dopuszczalny obszar pracy
strat od temperatury otoczenia
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Rys. 1-1242. Charakterystyki wyjsciowe Rys. 1-1243. Charakterystyki sterowania na-

pigciowego
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Rys 1-1244. Charakterystyki wejSciowe Rys. 1-1245. Zalezno$§¢ wspoOiczynnika wzmoc-
nienia pradowego od pradu kolektora
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Rys. 1-1246. Charakterystyka sterowania pra-
dowego



